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Beschreibung 

Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstucks und Wer kstuckt ra- 
ger, insbesondere aus Poroskeramik 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren, bei dem ein zu bearbei- 
tendes Werkstuck mit Hilfe eines Feststoffes an einem Werk- 
stucktrager befestigt wird. 

10 Das Werkstuck ist z.B. eine Halbleiterscheibe, d.h. ein soge- 
nannter Wafer. So sind sehr diinne Halbleiterscheiben zu bear- 
beiten bzw. aus dickeren Halbleiterscheiben herzustellen . Bei 
Verwendung der SOI-Technik (Silicon on Insulator) betragt die 
Dicke der gedunnten Halbleiterscheibe - bzw . eines anderen 

15 Substrats, z.B. aus Glas oder Keramik, beispielsweise weniger 
als 20 jam (Mikrometer ) . 

Als Feststoff wird beispielsweise ein Klebstoff oder Wachs 
eingesetzt. Damit werden Werkstuck und Werkstucktrager auf- 
20 grund der Adhasionskraf te zwischen dem Feststoff und dem 

Werkstuck bzw. dem Werkstucktrager sowie aufgrund der Kohasi- 
onskrafte im Feststoff zusammengehalten . 

Problematisch bei solchen Verfahren ist beispielsweise das 
25 gleichmafiige Aufbringen des Feststoffes, insbesondere mit 

einer ebenen Oberflache, auf die das Werkstuck dann in einer 
Ebene liegend aufgebracht werden kann . Aber auch beim Trennen 
des Werkstucks vom Werkstucktrager treten Probleme auf, z.B. 
Werkstuckbruche . Soil das Werkstuck besonders vorsichtig 
30 gelost werden, so verlangert sich in der Regel die zum Ab- 
trennen benotigte Zeit erheblich. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, zum Bearbeiten eines Werkstucks 
ein einfaches Verfahren anzugeben, das insbesondere ein 
35 gleichmafiiges Aufbringen des Feststoffes und insbesondere ein 
einfaches Trennen von Werkstuck und Werkstucktrager ermog- 
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licht. Aufierdem soil ein Werkstucktrager angegeben werden, 
der insbesondere in diesem Verfahren verwendet wird. 

Die auf das Verfahren bezogene Aufgabe wird durch die im 
Patentanspruch 1 angegebenen Verf ahrensschritte gelost. Wei- 
terbildungen sind in den Unteransprtichen angegeben. 

Die Erfindung geht von der Oberlegung aus, dass der Werk- 
stucktrager aus einem Material bestehen sollte bzw. ein Mate- 
rial enthalten sollte, das einerseits das Verbinden von Werk- 
stiick und Werkstucktrager mit Hilfe eines Feststoffes beguns- 
tigt und das andererseits auch das Trennen von Werkstuck und 
Werkstucktrager auf einfache Art ermoglicht. Bei dem erfin- 
dungsgemaften Verfahren wird deshalb ein Werkstucktrager ver- 
wendet, der ein poroses Material enthalt oder sogar aus reinem 
porosen Material besteht. Poros bedeutet, dass der Werkstuck- 
trager eine Vielzahl von Hohlraumen im Inneren und auch an 
seiner Oberflache enthalt. Diese Hohlraume werden auch als 
Poren bezeichnet . Eine porose Flache hat im Vergleich zu 
einer glatten Flache verbesserte Haf teigenschaf ten fur den 
Feststoff. Porose Werkstoffe sind aufierdem in einer grofien 
Vielzahl vorhanden, so dass geeignete porose Werkstoffe aus- 
gewahlt werden konnen. 

Bei einer Weiterbildung des erf indungsgemafien Verfahrens wird 
ein gasdurchlassiger Werkstucktrager verwendet. Das Gas 
stromt durch Kanale aus untereinander verbundenen Poren oder 
aus langgestreckten Poren. Bei der Weiterbildung wird beim 
Befestigen des Werkstiicks am Werkstucktrager ein Unterdruck 
am Werkstucktrager erzeugt, der die Haftung begunstigt. So 
wird bei einer Ausgestaltung nach dem Aufbringen des Fest- 
stoffes in ver f liissigter Form und vor dessen Ausharten ein 
Unterdruck erzeugt . Der Unterdruck saugt den Feststoff in 
Anf angsabschnitte der Porenkanale hinein. Abhangig von der 
Viskositat des Feststoffes muss der Unterdruck nicht die 
gesamte Zeit des Aushartens aufrecht erhalten werden, sondern 
beispielsweise nur am Anfang des Aushartens. 
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Durch das Ansaugen wird der Feststoff auf einfache Art 
gleichmaflig verteilt. Luftblasen werden abgesaugt, so dass 
eine ganzflachige Haftung erreicht wird. 

5 

Der Unterdruck wird vorzugsweise so eingestellt, dass die 
Eindringtief e des ver f lussigten Feststoffes die durchschnitt - 
liche Porenbreite nicht ubersteigt. Durch diese Maftnahme wird 
die Haftung zwischen Feststoff und Wer kstucktrager erhoht. 
10 Dennoch lasst sich der Feststoff wieder leicht vom Werkstiick- 
trager losen. 

Bei einer nachsten Weiterbildung des erf indungsgemafien Ver- 
fahrens wird der Feststoff zum Trennen von Werkstiick und 

15 Werkstlicktrager mit Hilfe eines Losungsmittels abgelost, 

beispielsweise mit Hilfe eines organischen Losungsmittels wie 
Aceton, Alkohol, Ether oder Isopropanol . Aufgrund der Poren 
wird das Losen des Feststoffes vom Wer kstucktrager und damit 
auch des Werkstucks vom Werkstlicktrager begiinstigt, insbeson- 

20 dere auch durch Poren, die an den ■ Feststoff angrenzen und 

untereinander durch Kanale verbunden sind. Die Kanale konnen 
auch durch langgestreckte Poren gebildet werden, die vom 
Feststoff beginnend wieder am Feststoff endend im Werkstlick- 
trager liegen. Das Ablosen wird beschleunigt , sobald es unter 

25 dem Feststoff Poren gibt, die nicht vollstandig mit dem Fest- 
stoff gefiillt sind bzw. die iiber Porenkanale mit anderen 
Poren verbunden sind, die an den Feststoff angrenzen. 

Bei einer nachsten Weiterbildung wird ein fur das Losungsmit- 
30 tel durchlassiger Wer kstucktrager verwendet. Das bedeutet, 
dass es in dem porosen Werkstlicktrager durch untereinander 
verbundene Poren bzw. durch langgestreckte Poren gebildete 
Kanale gibt, in denen das Losungsmittel transport iert wird, 
beispielsweise durch Kapillarwirkung oder durch das Erzeugen 
35 eines Oberdrucks oder eines Unterdrucks. Bei einer Ausgestal- 
tung verlaufen die Kanale von der an den Feststoff angrenzen- 
den Seite des Wer kstof f t rager s bis zu der dieser Seite abge- 
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wandten Seite des Werkstucktragers. Abzweigungen dieser Kana- 
le fiihren ggf. zu Seitenf lachen des Werkstucktragers. Insbe- 
sondere werden Wer kstucktrager mit einem verzweigten Poren- 
netz eingesetzt. 

Bei einer nachsten Weiterbildung ist das porose Material eine 
Keramik, ein Glas, eine Glaskeramik, ein Metall, insbesondere 
ein Sintermetall , oder eine Metallkeramik . Generell eignen 
sich Sintermaterialien . Die Porenbildung lasst sich beim 
Herstellen dieser Materialien fordern, indem bei der Herstel- 
lung ausbrennende Materialteilchen zugegeben werden. Die beim 
erf indungsgemaften Verfahren eingesetzten Werkstoffe werden 
auch als Poroswerkstof f e bezeichnet, z.B. als Poroskeramik 
bzw. Porosglas. 

Bei einer Ausgestaltung hat die mittlere Porengrofte einen 
Wert zwischen 20 und 500 jam, bevorzugt zwischen 50 und 
100 jam. In dem zuletzt genannten Bereich liegende Porendurch- 
messer bilden Kanale mit guter Kapillarwir kung . 

Bei einer nachsten Weiterbildung hat die Porositat des poro- 
sen Materials einen Wert zwischen 20 % und 50 %. Dabei gibt 
die Porositat das Verhaltnis von Porenvolumen zum Gesamtvolu- 
men des Werkstoffs einschlieftlich des gesamten Porenvolumens 
an. Der genannte Bereich bietet einen guten Kompromiss zwi- 
schen der Anzahl der Poren und der verbleibenden Stabilitat 
des Werkstucktragers . 

Bei einer nachsten Weiterbildung liegt der Wert der offenen 
Porositat des porosen Materials zwischen 10 % und 60 %, ins- 
besondere zwischen 20 % und 50 %. Dabei gibt die offene Poro- 
sitat das Verhaltnis des Volumens derjenigen Poren zum Ge- 
samtvolumen einschlieBlich des gesamten Porenvolumens an, die 
eine Verbindung uber einen Porenkanal zum Rand des porosen 
Materials haben oder die an der Oberflache des porosen Mate- 
rials liegen. Dabei wird nicht danach unterschieden, ob die 
Porenkanale durchgehend verlaufen oder einseitig, d.h. soge- 
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nannte Blindkanale. Die genannten Bereiche bieten einen guten 
Kompromiss zwischen vergrofterter Haftung des Feststoffes am 
Werkstucktrager , zwischen leichter Losbarkeit und zwischen 
ausreichender Stabilitat des Wer kstuckt ragers . 

5 

Bei einer anderen Ausgestaltung gehoren mindestens 10 % oder 
mindestens 20 % des Porenvolumens zu Porenkanalen, die durch 
das porose Material hindurchgehen . Bei dieser Ausgestaltung 
ist das Heranfuhren von Losungsmittel an den Feststoff in 
10 ausreichendem Mafie gewahrleistet . 

Bei einer anderen Ausgestaltung werden als porose Materialien 
die Keramiken nach DIN (Deutsche Intust rieNorm) EN (Europai- 
sche Norm) 623-2, 1992 bzw. DIN 51056, 1985 eingesetzt . Bspw. 
15 werden Keramiken P 65 oder P 55 verwendet, die u.a. durch die 
Firma "Rauschert technisches Glas" hergestellt werde'n . 

Bei einer nachsten Weiterbildung sind die Poren unregelmafiig 
und gemaft einer Gleichverteilung angeordnet. Im Gegensatz zu 
20 in einem Raster angeordneten dunnen Bohrungen ergibt sich 

neben dem verringerten Herstellungsauf wand auch eine homoge- 
nere Verteilung der Poren, die das Verbinden von Werkstuck 
und Werkstucktrager bzw. das Trennen von Werkstuck und Werk- 
stucktrager begunstigt . 

25 

Bei einer nachsten Weiterbildung wird das am Werkstucktrager 
befestigte Werkstuck bei der Bearbeitung gedlinnt, insbesonde- 
re auf eine Dicke kleiner als 100 \im oder kleiner als 20 ]im. 
Beispielsweise wird ein Schleif verf ahren (grinding) durchge- 

30 fuhrt, bei dem die Abtragsrate grofter als 1 |im/s ist, bspw. 3 
jam/s. Zusatzlich wird das Werkstuck danach trocken poliert 
oder mit einem CMP- Verf ahren (chemisches mechanisches Polie- 
ren) poliert. Dabei liegt die Abtragsrate bspw. bei 1 jam/min. 
An Stelle des Polierens wird auch ganzflachig geatzt, z.B. 

35 mit einem trockenchemischen, einem nasschemischen oder einem 
chemischen Verf ahren, z.B. ein Plasmaatzen oder ein reaktives 
Ionenatzen. Das so gediinnte Werkstuck, z.B. ein Wafer, wird 
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dann z.B. einem lithograf ischen Verfahren unterzogen. Auch 
eine Schichtabscheidung lasst sich auf dem gedunnten Werk- 
stuck durchfuhren, urn Halbleiterbauelemente oder Leitbahnen 
zu erzeugen. Bei diesen Bearbeitungsschritten lasst sich auch 
ein gedunntes Werkstuck wie ein Werkstuck mit der ursprungli- 
chen Dicke handhaben, insbesondere transportieren, in die 
Bearbeitungsmaschinen einlegen bzw. einspannen sowie aus den 
Bearbeitungsmaschinen herausnehmen . 

Neben dem oben erwahnten Klebstoff oder Wachs werden bei 
einer nachsten Weiterbildung als Feststoff ein Plastwerkstof f 
oder ein beidseitig klebendes Klebeband genutzt. 

Bei einer Weiterbildung fiillt der Feststoff auf einfache Art 
den gesamten Zwischenraum zwischen Werkstuck und Werkstiick- 
trager aus. Alternativ fiillt der Feststoff nur einen Teil des 
Zwischenraums zwischen Werkstuck und Werkstucktrager aus, 
bspw. mehrere voneinander durch Zwischenraume getrennte Be- 
reiche oder einen ringf ormigen Bereich, der einen nicht aus- 
gefullten Bereich umgibt. Durch das teilweise Ausfullen wird 
das Ablosen weiter erleichtert . 

Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt einen Werk- 
stucktrager, der die Form einer Platte oder einer Scheibe 
hat. Der Werkstucktrager enthalt ein poroses Material oder 
besteht aus einem porosen Material. Damit gelten die oben 
genannten technischen Wirkungen ebenfalls fur den Werkstuck- 
trager. Insbesondere hat der Werkstucktrager bei Weiterbil- 
dungen Merkmale, die ein in dem er f indungsgemaften Verfahren 
bzw. in dessen Weiterbildungen eingesetzter Werkstucktrager 
hat. Der Werkstucktrager ist insbesondere wieder verwendbar 
und dient zum Erleichtern des Haltens, Transport ierens bzw. 
Handhabens auch eines gedunnten Werkstucks. 

Bei einer Weiterbildung hat der Werkstucktrager den Umriss 
eines Halbleiterwaf ers , d.h. also gegebenenf alls auch einen 
sogenannten Flat, d.h. eine Abflachung zur Kennzeichnung der 
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Kristallrichtung . Der Durchmesser des Wer kstuckt ragers ist 
gleich dem Durchmesser eines Halbleiterwaf ers , d.h. gleich 1" 
(1 Zoll bzw. 1 Inch = 25,4 mm), 2" usw. bis zu einem Durch- 
messer von 12" oder 13" usw. Durch die Wahl eines solchen 
5 Durchmessers ist gewahrleistet , dass es keinen uberstehenden 
Rand des Halbleiterwaf ers gibt . Auch steht der Wer kstuckt ra- 
ger nicht liber den Halbleiterwaf er heraus. Dies wiirde bei- 
spielsweise das Erzeugen von Unterdruck erschweren. 

10 Im Folgenden werden Weiterbildungen des erf indungsgemaften 
Verfahrens an Hand der Figuren erlautert. Darin zeigen: 

Figur 1 eine Draufsicht auf einen Wer kstiicktrager , 
Figur 2 eine Schnittansicht des Wer kstuckt ragers , 
15 Figur 3 das Befestigen eines Halbleiterwaf ers am Werkstuck- 
trager, 

Figur 4 das Dunnen des am Wer kstiicktrager befestigten 

Halbleiterwaf ers , und 
Figur 5 das Trennen von Halbleiterwaf er und Werkstucktrager 
20 mit Hilfe eines Losungsmittels. 

Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf einen Wer kstiicktrager 10 
aus Keramik RAPOR P65. Der Werkstucktrager 10 hat die Form 
einer Scheibe mit einem Durchmesser DM1 von 12" (1 Zoll 

25 gleich 25,4 mm), d.h. etwa 300 mm. An einer Seite 12 ist der 
Werkstucktrager 10 abgeflacht, urn einen Flat des am Werk- 
stucktrager zu bef estigenden Wafers nachzubilden . Der Werk- 
stucktrager 10 enthalt eine Vielzahl von Poren 14, 16, die an 
der Oberflache liegen, an der der Wafer befestigt werden 

30 soli. 

Figur 2 zeigt eine Schnittansicht des Wer kstiicktrager s 10. 
Eine Dicke Dl des Wer kstuckt ragers 10 betragt im Ausfuhrungs- 
beispiel 770 jam (Mikrometer) . Diese Dicke entspricht der 
35 Dicke eines 12 "-Wafers aus Silizium. Auch im Innern des Werk- 
stiicktragers 10 liegen eine Vielzahl von Poren 20, 22. Be- 
nachbarte Poren sind im Inneren des Wer kstuckt ragers 10 un- 
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tereinander zu einer Vielzahl von Porenkanalen 24, 26 verbun- 
den, die von der Oberseite 30, d.h. der Seite zum Befestigen 
des Wafers bis zur Ruckseite 32 des Wer kstucktragers 10 ver- 
laufen. Der Porenkanals 24 ist vergleichsweise geradlinig, 
5 wahrend der Porenkanal 26 maanderf ormig verlauft. 

Figur 3 zeigt eine Schnittansicht durch eine Haltevorrichtung 
50, die zum Verbinden eines Halbleiterwaf ers 52 mit dem Werk- 
stucktrager 10 dient. Die Haltevorrichtung 50 enthalt eine 

10 Grundplatte 54, auf der ein Haltering 56 befestigt ist. Der 
Haltering 56 hat in seinem oberen Teil einen Innendurchmes- 
ser, der dem Durchmesser DM1 entspricht. In seinem unteren 
Teil hat der Haltering 56 einen etwas geringeren Durchmesser, 
so dass eine Auf lagef lache fur den Wer kstucktrager 10 gebil- 

15 det wird. Es entsteht eine Kammer 58 zwischen dem auf dem 

Haltering 56 aufliegenden Wer kstucktrager 10 und der Grund- 
platte 54. Im Zentrum der Kammer 58 ist in der Grundplatte 54 
ein Ansaugkanal 6 0 angeordnet, der mit einer Unterdruckpumpe 
verbunden ist . 

20 

Nach dem Auflegen des Werkstucktragers 10 auf den Haltering 
56 wird der Wer kstucktrager 10 an seiner Oberseite 30 mit 
einem Klebstoff bestrichen, z.B. mit einem Klebstoff auf 
Epoxydharzbasis . Nach dem Auftragen des Klebstoff s 62 wird 

25 die Unterdruckpumpe eingeschaltet und ein Unterdruck in der 
Kammer 58 erzeugt, siehe Pfeil 64. Durch den Unterdruck wird 
der Klebstoff 62 in die Poren auf der Oberseite 30, z.B. in 
die Poren 14 und 16 sowie in die Anf angsabschnitte der Poren- 
kanale 24 und 26 gesaugt. Anschliefiend wird bei weiter auf- 

30 recht erhaltenem Unterdruck ein 12 " -Halbleiterwaf er 52 mit 

einer Dicke D2 von 750 jam auf die Klebstoff schicht 62 aufge- 
legt und ggf . leicht angedruckt. Nach dem Ausharten des Kleb- 
stoff es 62 wird die Unterdruckpumpe ausgeschal tet . 

35 Die Hohe des Halterings 56 ist im Ausf uhrungsbeispiel so 

bemessen, dass die Seitenf lachen des Werkstucktragers 10 und 
des Klebstoffes 62 vollstandig und die Seitenflache des 
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Halbleiterwaf ers 52 teilweise bedeckt sind. Durch diese Mafi- 
nahme wird bei geeigneter Wahl eines abdichtenden Materials 
fur den Haltering 56 keine Nebenluft gezogen, so dass der 
Halbleiterwaf er 52 gleichmaliig an den Klebstoff 62 gezogen 
wird. In Figur 3 ist die Schicht aus Klebstoff 62 stark ver- 
groftert im Vergleich zur Schichtdicke des Wer kstucktragers 10 
bzw. des Halbleiterwaf ers 52 dargestellt. 

Nach dem Ausharten wird der am Wer kstof ft rager 10 befestigte 
Halbleiterwaf er 52 aus der Haltevorrichtung 50 entnommen und 
mit Hilfe einer Transportvorrichtung, z.B. einer Waferkasset- 
te zu einer Schleif maschine (grinding machine) transportiert. 
Mit Hilfe der Schleif maschine wird der Halbleiterwaf er 52 
Wafer von 750 p.m auf 105 jam dunngeschlif f en . Wahrend des 
Schleifens wird der Halbleiterwaf er 52 an dem Werkstuckt rager 
10 in einer Haltevorrichtung gehalten. Nach dem Schleif en 
wird der gediinnte Halbleiterwaf er 52 zu einer in Figur 4 
gezeigten CMP-Maschine 70 (Chemisches Mechanisches Polieren) 
transportiert und dort in einen Haltering 72 eingelegt . 

Wie in Figur 4 dargestellt, ist der Haltering 72 auf einer 
Grundplatte 74 der CMP-Maschine 70 befestigt. Mit Hilfe eines 
Schleifwerkzeuges 76 und einem nicht dargestellten Poliermit- 
tel (Slurry) wird der Halbleiterwaf er 52 urn beispielsweise 5 
|am gedunnt. Die Dicke des gedunnten Halbleiterwaf ers 52a 
betragt dann 100 jam. Das Schleif werkzeug 76 enthalt einen 
Antriebsschaf t 80, der in einer durch einen Drehrichtungs - 
pfeil 81 dargestellte Richtung gedreht wird, eine Schleif- 
scheibe 82 und ein an der Schleif scheibe 82 befestigtes Po- 
liertuch 84 . 

Bei einem alternativen Ausf iihrungsbeispiel wird der Werk- 
stiicktrager 10 in der CMP-Maschine 70 mit Hilfe eines Unter- 
drucks bzw. Vakuums gehalten. In diesem Fall ist Haltevor- 
richtung der CMP-Maschine 70 wie die Haltevorrichtung 50 
aufgebaut, d.h. es gibt wiederum seitliche Abdichtungen, eine 
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abgestufte Halteflache im Haltering und mindestens einen 
Ansaugkanal . 

Nach dem Dunnen des Halbleiterwaf ers 52a lassen sich noch 
eine Reihe weiterer Verf ahrensschritte an dem mit dem Werk- 
stucktrager 10 verbundenen Halbleiterwaf er 52a ausfuhren, 
wobei beispielsweise auf dem Halbleiterwaf er 52a eine Viel- 
zahl von Transistoren erzeugt werden. Es entsteht ein 
Halbleiterwaf er 52b . 

Wie in Figur 5 dargestellt, wird der Halbleiterwaf er 52b nach 
diesen Verf ahrensschritten mit Hilfe eines flussigen Losungs- 
mittels 90 entfernt, das sich in einer Wanne 92 bef indet . Die 
Wanne 92 hat einen Boden 94, der von einem Durchlasskanal 96 
durchdrungen ist . Konzentrisch urn den Durchlasskanal 54 herum 
ist auf der Grundplatte 94 ein Haltering 98 befestigt, der 
auch wie die Halteringe 56 und 72 dem Verlauf des Randes des 
Werkstucktragers 10 folgt, d.h. insbesondere einen Flat 13 
nachbildet. Der Haltering 98 hat im oberen Bereich einen 
Durchmesser, der dem Durchmesser DM1 entspricht. In seinem 
unteren Bereich hat er einen kleineren Durchmesser, so dass 
eine Auf lagef lache fur den Wer kstucktrager 10 entsteht. Zwi- 
schen Wer kstucktrager 10 und Grundplatte 94 wird durch den 
Haltering 98 eine Kammer 100 gebildet, in die Losungsmittel 
durch den Durchlasskanal 96 gepumpt wird, siehe Pfeil 102. 
Das Losungsmittel dringt durch die Porenkanale 24 und 26 bis 
an den Klebstoff 62. Die obere Kante des Halterings 98 reicht 
nur etwa bis in die Halfte der Seitenwand des Werkstucktra- 
gers 10, so dass Losungsmittel an den Seiten in die Wanne 92 
entweichen kann . Das entwichene Losungsmittel dringt dann von 
aulien in die mit Klebstoff 62 gefullte Klebefuge ein und 
beschleunigt den Losungsvorgang weiter. Bei einem anderen 
Ausf uhrungsbeispiel wird das Losungsmittel durch den Durch- 
lasskanal 96 abgesaugt, siehe Pfeil 104. Auch in diesem Fall 
gelangt Losungsmittel aus der Wanne 92 durch das Porensystem 
im Wer kstucktrager 10 an die Oberseite des Werkstucktragers 
10 zur Klebstoff schicht 62. 
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Bei einem anderen Ausf uhrungsbeispiel wird vor dem Ablosen 
des Halbleiterwaf ers 52b vom Werkstucktrager 10 an der frei- 
liegenden Seite des Halbleiterwaf ers 52b ein weiterer Werk- 
5 stucktrager befestigt, der so wie der Werkstucktrager 10 

aufgebaut ist. In diesem Fall lasst sich die Bearbeitung des 
Halbleiterwaf ers 52b nun an dessen Ruckseite fortsetzen. 

Durch die an Hand der Figuren 1 bis 5 erlauterten Verfahrens- 
10 schritte wird auf einfache Art und Weise eine Bearbeitung 

durchgef uhrt , die mit einer hohen Effizienz, insbesondere mit 
niedrigen Bruchraten und ohne andere Beschadigungen durchge- 
fuhrt werden kann. Die Zeit fur den Ablosevorgang ist sehr 
kurz. Aufterdem ist der Werkstucktrager 10, d.h. die Keramik- 
15 platte, nach dem Ablosen des Halbleiterwaf ers 52b sofort 
wieder verwendbar. 



Inl263DE 



12 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstucks (52), 

bei dem ein zu bearbeitendes Werkstuck (52) mit Hilfe eines 
Feststoffes (62) an einem Werkstiicktrager (10) befestigt 
wird, 

wobei der Wer kstucktrager (10) ein poroses Material enthalt 
oder aus einem porosen Material besteht. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass ein gasdurchlassiger Wer kstucktrager 
(10) verwendet wird, 

und dass zum Befestigen ein Unterdruck (64) am Werkstucktra- 
ger (10) erzeugt wird, 

vorzugsweise nach dem Aufbringen des Feststoffes (62) in 
verf liissigter Form und/oder vor dem Ausharten des Feststoffes 
(62) . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e - 
kennzeichnet , dass der Feststoff (62) zum Trennen 
von Werkstuck (52) und Werkstiicktrager (10) mit Hilfe eines 
Losungsmittels (90) abgelost wird, 

wobei das Losungsmittel (90) in Poren (14 bis 20) des Werk- 
stucktragers (10) eindringt. 

4 . Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass ein fur Losungsmittel (90) durchlassiger 
Werkstiicktrager (10) verwendet wird, 

und dass zum Trennen von Werkstuck (52) und Werkstiicktrager 
(10) Losungsmittel in Kanalen (24, 25) aus einer Pore oder 
aus mehreren Poren (14 bis 20) durch den Werkstiicktrager (10) 
bis zum Feststoff (62) dringt, vorzugsweise durch Kapillar- 
wirkung oder durch das Erzeugen eines Uberdrucks (104) oder 
eines Unterdrucks (102), insbesondere an einer dem Werkstuck 
(52) abgewandten Seite des Wer kstiicktragers (10). 
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, d a - 
durch gekennzeichnet, dass das porose Material 
eine Keramik, ein Glas, eine Glaskeramik, ein Metall, insbe- 
sondere ein Sintermetall , eine Metallkeramik oder ein Sinter- 
material ist, 

und/oder dass die mittlere Porengrofte einen Wert zwischen 
20 (am und 500 ^m oder zwischen 50 jam und 100 hat, 
und/oder dass die Porositat des porosen Materials einen Wert 
zwischen 20 % und 50 % hat, 

und/oder dass der Wert der offenen Porositat des porosen 
Materials zwischen 10 % und 60 % oder zwischen 20 % und 50 % 
liegt , 

und/oder dass mindestens 10 % oder mindestens 20 % des Poren- 
volumens zu durch das porose Material hindurchgehenden Poren- 
kanalen (24, 26) gehort, 

und/oder dass als poroses Material P65 oder P55 eingesetzt 
wird, 

und/oder dass die Poren (14 bis 22) unregelmaflig und/oder 
gemaft einer Gleichverteilung angeordnet sind. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da - 
durch gekennzeichnet, dass das Werkstuck (52) 
am Werkstlicktrager (10) gedunnt wird, insbesondere auf eine 
Dicke kleiner als 100 \xm oder kleiner als 20 jam, vorzugsweise 
geschliffen und/oder poliert und/oder geatzt, insbesondere 
nass-chemisch, chemisch oder chemisch-physikalisch, 
und/oder das Werkstuck (52) am Wer kstuckt rager (10) einem 
lithograf ischen Verfahren unterzogen wird, insbesondere einer 
Bestrahlung, 

und/oder das Werkstuck (52) am Wer kstucktrager (10) einem 
Schichtabscheidungsprozess unterzogen wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da - 
durch gekennzeichnet, dass der Feststoff (62) 
Wachs oder Klebstoff oder einen Plastwerkstof f oder ein beid- 
seitig klebendes Klebeband enthalt oder aus einem dieser 
Materialien besteht . 
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8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da - 
durch gekennzeichriet, dass das Werkstuck (52) 
ein Halbleitermaterial, insbesondere Silizium enthalt, oder 
aus einem Halbleitermaterial besteht, 

und/oder dass das Werkstuck (52) ein Halbleiterwaf er ist. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da - 
durch gekennzeichnet, dass der Feststoff (62) 
den gesamten Zwischenraum zwischen Werkstuck (52) und Werk- 
stucktrager (10) ausfullt, 

oder der Feststoff (62) nur einen Teil des Zwischenraums 
zwischen Werkstuck (52) und Werkstlicktrager (10) ausfullt, 
insbesondere mehrere voneinander durch Zwischenraume getrenn- 
te Bereiche oder einen ringformigen Bereich, der einen nicht 
ausgefullten Bereich umgibt. 

10. Werkstlicktrager (10), insbesondere in einem Verfahren 
nach einem der vorhergehenden Anspriiche eingesetzter Werk- 
stlicktrager (10) , 

mit der Form einer Platte oder einer Scheibe, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstuck- 
trager (10) ein poroses Material enthalt oder aus einem poro- 
sen Material besteht . 

11. Werkstlicktrager (10) nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Wer kstucktrager (10) den 
Umriss eines Halbleiterwaf ers (52) hat, 

und dass der Durchmesser (DM1) des Wer kstuckt ragers (10) 
gleich dem Durchmesser des Halbleiterwaf ers (25) ist. 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstucks und Werkstucktra- 
ger, insbesondere aus Poroskeramik 

5 

Erlautert wird unter anderem ein Verfahren, bei dem ein zu 
bearbeitendes Werkstuck (52) mit Hilfe eines Feststoffes (62) 
an einem Werkstucktrager (10) befestigt wird. Der Werkstuck- 
trager (10) besteht aus einem porosen Material, z.B. aus 
10 einer Poroskeramik. Dieses Bearbeitungsver f ahren ermoglicht 
eine einfache Handhabung des Wafers bei der Bearbeitung. 
Aufterdem lasst sich das Werkstuck (52) leicht mit einem L6- 
sungsmittel vom Werkstiicktrager (10) trennen. 

15 (Figur 3) 
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Bezugszeichenliste 



10 




Werkstucktrager 


DM1 


Durchmesser 


12 




Seite 


13 




Flat 


14 


bis 


Pore 


Dl 


bis D3 


Dicke 


24 




Porenkanal 






Oberseite 


32 




Ruckseite 


50 




Haltevorrichtung 


52 , 


52a, 52b 


Halbleiterwaf er 


54 




Grundplatte 






Haltering 


58 




Kammer 






Ansaugkanal 


62 




KleiDStor r 


64 




Pf eil 


70 




CMP-Maschme 


72 




Haltering 


74 




Grundplatte 


76 




Schleif werkzeug 


ft 0 




Antriebsschaf t 


8 1 




Drehrichtungspf eil 


82 




Schleif scheibe 


84 




Poliertuch 


90 




Losungsmittel 


92 




Wanne 


94 




Boden 


96 




Durchlasskanal 


98 




Haltering 


100 




Kammer 


102 


, 104 


Pfeil 



